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:اقتصادیات الذاكرة
:۱۹۹۰من الدارات المتكاملة عام   USAجدول مبیعات 

category #(in billion)

DRAM 2.84 (60%)

SRAM 0.75 (16%)

ROM 1.19 (24%)

Custom ICs (PAL,..) 2,93 (25%)

μPs (486,…) 2.56 (22%)

Digital ffamilies (TTL,…) 1.07 (9%)

Special Purpose Pro. (DSP,…) 0.51 (4%)

Total 
4.78
من   40%

الاجمالي

Total 11,85



المخطط الصندوقي للذاكرة الرئیسیة
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كل منھا 2mیستطیع عنونة ذاكرة بسعة ، خط عنونة mمعالج لھ 
.خانةSبطول 

:تتم عملیتي القراءة والكتابة كالتالي
 من طلب ینشأ MAR في الذاكرة موقع عنوان وضع یتم :القراءة•

 على العنوان رسلویُ  قراءة نھاأ العملیة لتحدید R وتفعل الذاكرة
 البیانات مسرى على الموقع محتویات ترفع بعدھا العناوین مسرى
ً  وتخزن .complete أمر ینشأ بعدھا MDR في مؤقتا

 MAR في فیھ الكتابة المراد الذاكرة موقع عنوان وضع یتم :الكتابة•
 وتكون كتابة نھاأ العملیة لتحدید w تفعل و الذاكرة من طلب ینشأ ثم

 الى البیانات وتدخل العنوان یرُسل ،MDRفي تھاكتاب المراد البیانات
.complete شارةإ وتفعل الذاكرة موقع

destructiveوعملیة الكتابة   nondestructiveعملیة القراءة •



 كالتالي) الخانة(یحُسب حجم الذاكرة:

2m)= الخانة(سعة الذاكرة    × s
power pc 601  (Motorola)معالج : مثال•

حجم كلمة ( S=8 bitو  MAR)حجم ( m=32فیھ عدد خطوط العنونة 
فما ھو حجم الذاكرة الممكن عنونتھا؟ )الذاكرة

bit × 232 8=  سعة الذاكرة التي یستطیع المعالج عنونتھا 

 زمن الوصولaccess time ta :ھو الفترة الزمنیة من بدء عملیة  
completeالقراءة حتى لحظة ارسال اشارة اتمام 

 زمن دورة القراءة والكتابةcycle time tc: صغري الأھو الزمن
من بدء عملیة قراءة او كتابة حتى بدء عملیة اخرى مماثلة



Memory hierarchy  :ھرمیة الذاكرة

لتشغیل برامجھا وتخزین  الذواكرتستخدم الحواسیب انواع مختلفة من •
.معطیاتھا

تحتوي على (تدعى الذاكرة الموصولة مع المعالج بالذاكرة الزمنیة •
).البرامج ومعطیاتھا

  بالذواكرتدعى الذواكر التي تحتفظ بنسخ من البرامج والمعطیات •
...).الاقراص الممغنطة واللیزریة و (المساعدة 

ول تتابع من أ لادخالالزمن المطلوب  نھأعلى  :latencyیعرف التأخیر •
.الكلمات من وحدات الذاكرة المختلفة الى المعالج
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:تصنیف الذواكر المصنوعة من مواد نصف ناقلة

RAM (volatile) ROM (non-volatile)
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في الحاسب الذواكرتصنیف 



Internal Construction of RAM :RAM  ذاكرةلل الداخلیةالبنیة 

Block Diagram of 4×4 RAM 

) bits×4 words 4(خانة  16 ـب RAM رةالمخطط التالي یوضح بنیة ذاك



Block diagram of 
binary cell

Logic diagram 

.لخلیةامن و الكتابة  أبالقراءة یسمح :select المدخل
:ھو خط تحكم read/writeالخط 

.outputالخلیة  وطرف خرج القلابخرج القراءة ویحدث ممر ما بین  ھ تتم عملیةعلی 1بوضع 
.الى القلاب inputعملیة الكتابة ویحدث ممر ما بین الدخل علیھ تتم  0بوضع 

Memory cell

of binary cell



  RAM ذواكرتوسیع 
RAM Array of RAM Chips مصفوفة من شرائح

ذواكروجد ت RAM المطلوب لتطبیق الذواكر ذا كان حجم إ، بأحجام مختلفة
.ما لا یكفي یمكننا دمج عدد من ھذه الذواكر

تعتمد سعة ذاكرة ما على عدد الكلمات وعدد خانات كل كلمة.

 زیادة عدد الكلمات للذاكرة یقتضي زیادة طول العنوان حیث تضاعف كل
.عدد الكلمات في الذاكرة للعنوان خانة مضافة

 ن نزید طول خطوط دخل وخرج أزیادة عدد خانات كل كلمة یقتضي
.طول العنوان نفسھمع بقاء البیانات 



:مثال 

C

A
Y

Y=A if C=1
Y=HI if C=0

مدخل اختیار الشریحة  CS
لا یتم اختیار الشریحة وتكون حالة مخارجھا في حالة الممانعة العالیة  CS=0

المحدد من مسرى العناوین عنوانالتتم القراءة من الذاكرة حسب   CS=1  R/W=1 

0, 1, high impedance Z (open)

النموذجیة RAMشریحة ل
(1024words×8bits)

خطوط 10 ـبمسرى عنونة 
خطوط 8 ـبومسرى بیانات 

باستخدام ھذه الشریحة حقق : المطلوب
kB 4 بـذاكرة  -أ

bit 16ذاكرة بعرض كلمة قدره  -ب



)زیادة حجم الذاكرة(من الذاكرة السابقة   4K×8 بناء ذاكرة

Memory 
enable EN

0   memory disabled

1   memory enabled

(0=dec كل مخارج ( 11  12 1-10



(1k×16bit)ذاكرة  :زیادة عدد خانات الكلمة الواحدة 
تطلب عملیة زیادة عدد خانات الكلمة الواحدة زیادة عدد خطوط المعطیات لكل 

من الدخل والخرج
1k×16bitالمخطط الصندوقي لذاكرة 

10



 1K word )الكافي لعنونة( bit 10 ـالنلاحظ ان كلا الشریحتین یستقبل العنوان ذو 
.بحجوم وكلمات اكبر ذواكریمكن دمج الطریقتین السابقتین للحصول على 

  Error detection and correctionكشف الخطأ وتصحیحھ 
و أن یسبب اخطاء في بعض الاحیان اثناء تخزین أن مستوى تعقید مصفوفة الذاكرة یمكن إ•

.استرجاع المعلومات
.الذاكرة باستخدام شیفرات تصحیح وكشف الخطأ وثوقیةن تتحسن أیمكن •
.(parity bit)الطریقة العامة المشھورة لكشف الخطأ ھي خانة التماثل •
.تولد خانة التماثل وتخزن مع خانات المعطیات في الذاكرة•
فیھا اما فردیاً  الواحداتضافیة تدخل مع الكلمة الثنائیة لتجعل عدد إخانة التماثل ھي خانة •

:و زوجیاً لذلك نمیز بینأ
في الكلمة بما فیھا خانة التماثل فردي  الواحداتعدد  :تماثل فردي(odd parity)
في الكلمة بما فیھا خانة التماثل زوجي  الواحداتعدد  :تماثل زوجي(even parity)
المستقبل بفحص ھده الخانة فلو المرسل ویقوم یتم ارسال الكلمة مع خانة التماثل من طرف •

.انھا ذات تماثل یكون قد حدث خطأ ما
:لذا نحن نحتاج•
 دارة مولد التماثل (خانة التماثل من طرف المرسل دارة لتولیدparity generator(
فاحص التماثل دارة (لكشف التماثل في طرف المستقبل دارة وparity checker(
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